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‘conductora, estando las capas de dieléetrico y fotoconduc~-

radiccidn de 1on1zaclon segun el patrén que ha de ser re-

1

Hoja nGm,

- MDISPOSTITIVO DZ REGISERO SLICTRORRADIOGRAFRICQM

Este invento se refiere a un dispositivo de regis-
tro electrorradiogrifico que tiene una fuente de radiacidn
de rayos-X, un electrodo que hece pasar rayos X, un espa-
cio de registro intermedio para un objeto que ha de ger ﬁre
uentado, en el cual el electrodo en un lado aleJado del eg
pecio de registro estéd provisto de una capa de materlal

dieléctrico, un segundo clectrodo que tiene uns c&pa-foto—

tora, que estén.separadas por un espacio de separacidn de
gas, enfrentadas entre si, estando limitado el espacio de
separacidn de gas por una o més paredes laterales dispues—
tes entre los electrodos, y una fuente de VOlfaje de co-— .-,
rriente contimua a traves de la cual los electrodos estdn -
en contacto eléetrico. '
31 registro a ctrorradlo raflco s una forma eﬂpes
cial del registro electrofbtografico. Mientras que en -1&
electrofotografia se usan rayos de luz para el registro, ép
la electrorradionrafia e usan rayos-X u otros rayos de»'w’
ionizacidn directa. En ambos caaos, la capa fotoconaucoora,
en la condicidn de no 1rradlada, tiene una alta res1st1v1—

14 ohmios.cm) 1ld cual es menor ~

dad (de aproximadamente 10
cuando tieme lugar la irrvadiacién. Esta capa altamente aig
lante estd cargeda elsctx ostamlc"mente en la condicibn de

no irradicdo. Al tenor luger la ezpoolclon localizada con

producido, las cargas superficiales en los lugares expues
tos son reducidas por fotoconduccidn. ILa imagen de cargas

resultante puede ser revelada en una imagen visible por
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gometiendo la capa fotoeléctrica grificamento a una disbri
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ductora. Es también conocido, sin embargo, obtener una ima
gen electrostitica latente sobre una superficie de reg ¢stro
de imagen aisglante prooorclonando para ello la superficie

de registro de imagen muy proxima a una capa fofoeléctrica,

bucibn de radiacidn, por ejemplo por rediscidn de rayos-¥,
¥y aplicar un campo eléctrico entre la superficie de rogis-
tro de imanen aislante y la capa fotosléetrica (DAS
1063899) . .

'Selha descrito en la DAS 1610757 due en la fabrica
¢cidn de une imegen de cargas sobre una capa de dieléetrico,
en la cual se realize uns imagen de cargas sobre una capa
fotoconductora y se trensmite a un material de recepeidn de
imagen dieléetrico, o bien existe un espacio de separecidn
de aire exactamente ajustado de 50 & 200 micras entre 128
dos capas, o bien las capas estin en contacto virtual (np;
minal), o bien se obtiene un contacto intimo usando ]f)a.:c-:3."f
ello una alta presidén mecdnica.

Se ha descrito adgmés en la DAS 1810757, que cudndo
se mentiene un espacio de separacion de aire congtante 46
eproximadamente 50 a 200 micras, surge Ja desventaja de que
no se. obtiene una imagen nitida, 1lo cual viene oxpresadB en
particular en 12 reproduccitn da pequefios detalles, tal co
mo de pequefos caracteres. En consecuencia, de acuerdo con
la DAS 1063899 se mantiene la superficie de registro de ima)
gen aislante durente la formacidén de la imegen a una disten
cin de como méximo 20 micras desde 1z capa fotoconductora,
micntras que en las DOS 1597905, 1622370, 1622371 y 1622372

se describe parciaslmente un contacto nominal (virtual) de
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| 10 micras y parciaslmente el uso de presidn mecénica parea
reducir ol espacio de separacidén de aire.

EL objoto de eato invento ss proporcionar un dis-
positivo ie registro electrorradiogrifico con el cual se
presenta el objeto con alta calidad grafica, al tiempo gue

ge usan pequefias intensidades de radiacidn.

mediante un dispositivo de la clase mencionada en el prefm

bulo, en el cual la capa Lotoconductora consiste en un na

cio de separacién de gas ertre el dieléctrico y la capa
fotoconductora es de 50 a 500 micras de anchura, y el elec
trodo que hsce pasar los rayos-X tiene una resistencia su-

perficial de 103 a 108 onmios.

riblemente un mondxido de plomo tetragonal, especialmentgm
el mondxido de plomo tetragonal gue tiene un temaiio de gry
no de 1 & 50 micras, y de preferencia de 5 a 20 micras,,?*
sugerido on la Solicitud de Patente alemana P 2641618.’053
material fotoconductor granular sdecuado es, por ejemplq,:
el sulfuro de cadmio. . :'f
Como aglutinartes para el matsrial fotocon&uctg£J1
granular se pueden usar aglutinantes de}fgrupo de las ré;‘
sines sintéticas de lace tal como el polivinil carbazol.
Tas resinas sintéticas de iaca se hen descrito en Saecht-
ling-Zebrowsky "Kuns%stoff—maschenbuchﬁ, 198 cdicidn
(Munich-Viena 1974, péginas 445-448). Ia cantided de aglu
tinante es, por ejemplo, del,0,5 al 5% dél peso totals
El seguhdo electrodo que’sirve como sopérte para

la capa fotoconductora consiste preferiblemente en alumi-

De acuerdo con el invento, se consigue este objeto

!
terial fotoconductor granular en un aglutinante, el espa-. |

) |

Como material fotoconductor granular se usa prefe-|.




Tay
7
!

1

"~ 10

20

25

30
14097

4

HHoja nhm.

~nio. Otros materiales adecuados para dicha capa son, por
ejemplb, el acero noble, el latdn, el acero o 1los portado
res de plekiglds y de vidrio con depbsito de oro en fase
de vapor."

L1 grueso de la capa fotoconductora os preferible~
mente de 200 a 300 micras, poro puede aumentarse sin difi-
cultadeslhgsta un milimetro y mds de acuerdo con las-exi-
gencias et cuanto a calidad de la radiaciln.

‘La capa qG dieléctrico sobre la cual se forma la
imegen de dargasflaﬁente esté preferiblemente separada de”
la capa fotocohductora por un espacio de separacidn de gas
de un grucso de 80 a 120 micras, y en particular de 100

T micras. Pucsto.que, de acuerdo con el invento, la'capa fo
toconductora usada es una capa porosa de aglutinante, se,
pueden formar espacios huecos con loz tamafios de grano aﬁ—
tes indicados del material fotoconductor -de hasta 50 mi-
crag, el didmetro de cuyoé espacios puede exceder de 1aiai
mensidn del grano. Ia profundidad de la superficie‘éspefé’
de dicha capa representa uwna parte importante de la anchu~
ra del espacio de separacidn, de aproximadamente 15 mié;@é
El objeto de dichos valores numéricos es el de indicar gué
en este caso no se puede hablar de una separecidn signifi-
cativa entre el fotoconductor y el espacio dGe scparacidn '
de gas, _

El espacio de geparacidn de gas, y por consiguien-—
te tambiég los poros de la cape, pueden llenarse con ga-
ses y con mezelas de gases. L,Os gases gue son especialmen
te favorables para la tfansferoncia de cargas -son el aire
normal, con ia humedad relativa usual del aire, el oxige~

no y el hexafluoruro de azufre. Otros gases adecuados son,

t i e ———
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troncgativos. Dichos gases pueden usarse con presiones en
tre aproximademente 0,5 y 5 atmdsferas. |
C{mo capas do dieléctrico se pueden usar, por ejem
plo, hojas delgadas de politereftalaﬁd fuertemente aislan-
tes con Qn.grueso de 3 a 50 micras. Otros materiales de
hoja gdequados son el polietileno, el policarbonato y el
poliéstef. Sobre la base de las propiedades eldctricas del
dispositivo en la construccidn de la imagen de cargas la-
tente, se prefi%fen especizlmente las hojas delgadas.
Sobre la cara de las hojas alejada del espacio de
separaciin de gas se ha previsto un electrodo de paso de

rayos-X, cuya resistenrcia superficial fue hecha variar deg

. 8 . - ,
de wnos pocos ohmios hasta 10 . ohmios en los exémenes que. |

han conducido al invento. Se comprobd que la -calidad deL

3|

electrodo es de gran importancia para la calidad de ima-

gen de le imagen de cargas latente despues de la ez povl-j’

cidn gréfica. Se establecié que una resistencia super¢1q;gl

uy pequefia, como la que se congigue, por ejemplo, median~

te una capa conductora de plate, da siempre por resultado,

-

imdgenes que tienen sorprendentes defectds de imegen, tem.

.

bién cuando se conecten resistencias antes del elactrodo:f
Con res1stenclau superficiales entre 103 ohmlos por cua&f&
do y 108 ohmlos por cuvadrado, por el contrario, se evitan
dichos defectos de imagen y se obtiene un poder de resolu-
cion de hasta 10 pares de lineas por milimetro. Con resis~

5.oﬁmios por cuadrado, se obtu~-

tencies superficiales de 10
vieron imdgenes con un alto poder de resolucidn y bajo rui
do. A fin de obtener dichos, valores de la resistencia su-

perficial, el electrodo comprende los siguientes materia-

——
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~dc gas. Tos electrones formados por termalizacidn son ace
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les: capas‘de metal depositado en fase de vapor, por ejen
plo de éxido metdlico, por ejemplo de 6xido de cromo-ni-
quel e indio, respectivamente; liguidos, por ejemplo gli
cerina con adiciones 1orogcnas, ligquidos conductores elec
triJos, por ejemplo alcoholes. Las capas depositodas en
fase de vapor tienemn, por ejemplo, algunos centenares de
unldades Angstrom de grueso; las capas 1iguidas tienen
menos dexl mlllmetro de grueso.

Entre dicho electrodo y el portador de la capa
foboconductora se aplica un voltaje de un valor suficien
te. Para los valores de parémefro de aire normal,.grueso
de fotoconductor de 250 micres y espacio de separacidn de
100 micras de anchura, el voltaje ‘es de aproximadamente
2.000 voltios. (Cuendo se usd ST a la presidén normel, ge-
puede aumentar el voltaje hasta gproximadamente 2,500 véi.
tioé. Para presiones de gas més bajas, los voltajes son *
proporcionalmente menores. » '

E1l voltaje a través del dispositivo se elige de -
modo que séa tan bajo que no se produzca descarge alguna-.
de cebado automébico, aunque s6 elige de modo que sea: fan
alfo que cuando se exponga a los rayos-X circule una co;u
rriente de descarga, no de cebado automdtico, ‘tan alta\cé

mo sea posible. Ia incidencia de rayos-X puede entonces

- I. Unos pocos fotoelectrones rdpidos gue pueden
formarse en la capa foloconductora por gbsorcidn de cuan

tos de rayos~X pueden incidir en el espacio de separacidn

lerados en el campo eléctrico ¥ pueden originar multipli-

cacién de electrones. La reunién entre si de los consti-
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~tuyentes de gas electronegativos hace que termine la mul-
tiplicacidn. Los portadorés de carges negativas recogidos '
son transportados en el campo eléetrico a la hoja delgada..i
Por consiguiente, hasta llegar agul el tratamiento es en
prinéipio el mizmo que el que tienc lugar en una céimara
de chispas.
iT. Simﬁltéﬁeamenﬁe, sin embargo; la capa fotocdg
ductora se hace conductora por sbsorcidn de rayos-X. Para
un voltaje constante a través de todo el dispositivo, esto
1 da por resultado un avmento del voltaje a través del esva-
° cio de separecién de.gas. E1 aumento de los campos en el
éspacio de.separacién, sinﬂembargo, significa un control
de losz procedimientos de multiplicacidn de los portadores
de cargas.

En el dibujo se ha ilustrado une realizacién de.
}5 acuerdo con el invento, gue se desecribiréd con detalle aguf
en lo que siguc. Lo figura es una representacion esqueiéf‘
tica de una realizacidn del dispositivo de acuerdo con e},
invento, enkalzado lateral. En la figura, el ndmero de xe-,
2 ferencia 1 designa un tubo de rayos-X, en el camino de- Jog
rayos del cual (no representado) hay colocado un objetéiéé
ensayo 2, el cusl ha de ser emsayado por medio de raycséé.
En el dibujo, el objeto de ensayo se ha.ﬁepresentado como
una cuiia escalonada. Un electrodo 3 que hace pasar rayos X
cierra el dispositivo por el lado del objeto. En el lado
del electrodo 3 alejado delrdbjeto de ensayo se ha'ﬁreQig
to vne lédmine delgada 4 de dieléctrico. Contiguo a la 14—
mine delgeda 4 hay un espacio de separacidn de gas 5, el
cual esta liﬁitado por paredes laterales aislantes 6 y 7.
30 | Frente a la ldmina 4 en ¢l otro lado del espacio de sepa-

14097
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1 _;acién de gas 5 hay una capa fotoconductora 8, lé cual estd
prevista sobre un segundo electrodo 9. '

Como se ha ilustrado en ia figura, antes de la ex-
posicibén real a los rayos;x, se aplica un voltaje U de cg
rrien#e continmua & los dos electrodos 3 ¥y 9, & través de uny
5 interruptor § que tiene una polaridad pogitiva en ¢l glec~
trodo 3. (En el cireuito de corriente continua R g3 una re
sisteﬁciax}"En principio es también posible la polaridad
opuesgta, pero la misma proporcions una menor sengibilidad
' ‘en los gases usados de acuerdo con el invento. Con los da
10 | toz das pardmetros preferidos de 250 micras de grueso de fo
toconductor, 100 micras de grueso del espacio de separeci.dn
de gas, y 1 atmdsfera de aire, el voliaje es de 2.000 vol-
tios., Inmediatamente después de suministrer el voltaje de .
corriente continua, de, por ejemplo, 2.0C0 voltios, circﬁ~'
15 la unz cantidad de cargés a la hoja 4 a través del espacio
de seperacidn de gas 5. Dﬁrante ¢l revelado dicha cérga'se
hace observable como un fondo. Existen diversas posibilida
des para eviter dicho fondo: _ _‘li

A). Cuando se revela en un liguido con contraelec—
20 trodo, el fondo puede ser compengado mediante un voltaje de
polarizacion, '

B). Invirtiendo la polaridad del volteje aplicado
ge puede compens2r el fondo por 1o que 6 refiere a la car-
8.

25 ‘ ¢)e Te transfercncia de cargas a la hoja de dieléc
trico 4, después de aplicar el voltaje, estd asociada con

. una "formecidn" de la capa fotoeoﬁductora 8. Sobre la base
de este prodoaimiento, el. cual no ostd todavia ésclarecido

30 con.detalle, es posible sustituir una hoja que tenga una

14097
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1 1n . . . . .
— carga de fondo por wna hoja nueva, gin carger, sin que es
ta tome nuevas cargas.
A confimacion de los tratemientos B y C tiene lu-
ger la exposicitn gréfica a los rayos-X.
, Después de la exposicién, se desconecte el volia-
21 . o
Je U por medio del interruptor S, se cortocircuitan los
electrodos 3 y 9 y se separan la hoja 4 y el fotoconduc~
tor 8. La imagen de cargas puede ser revelada.
! "L
. La ventaja del invento es que capas fotoconducto-
: ras porosas, en particular capas de 6xido de plomo y aglu
10 . .
tinante, que gon muy sensibles con respecto & los rayos-X,
se hacen Sengibles para generar una imagen visible.
20 ) L - i
25 . -
30
4097
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propis y nueva que se pro-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patenteo

I, thi el a o p
de Invencidn en Espafia, por VIIMIE afios, son Llod que se re

cogen eniles reivindicaciones siguientes:

|

1§;L Un.dispositivo berfeceionado de registro elec
trorrediogrifico que tiene une fuente de rayos-X, un elec-
trodo'que hace gasar rayos-X, un espacio de registro intex
medio para un oﬁjeto que ha de ser presentado, en el cual
el electrodo que estd en un lado alejado del espacio de
registro estéd pfovisto de una capa de material dieldctri-
co, un segundo electrodo que tiene una capa fotécbnducto~
ra, estando las capas separadas una de otra por un aspé«'l
cio de separacidn de gas, y enfrontadas entre si, estande
el espacio de seperacién de gas limitado por una o més
paredes laterales dispuestas entre los electrodos, Yy una -
fuente de voltaje de corriente continue a través de la
cual los electrodos estan en comtacto eldetrico, caracte
rizedo porqgue la capa foboconductors consigte en un ma;:':
terial fotoconductor gremular en wn aglutinante, el esﬁé;:
cio de separacidn de gas entre la capa de dieléctrico y
la capa fotoconductora es de 50 a 500 micras de anchura,
¥y el électrodo que hace pasar los rayos~i tiene una re-
gsigtencia superficial de 103 a 108 ohmios,

28,- Un dispositivo segin la reivindicacidn 18,
caractorizado por@ue la capa fotoconduetora comprende mo-

néxido de plomo tetragonal con un temafio de greno de 1 &

50 micras.
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3%.~ Un dispositivo segin las reivindiceciones 1o

Ny

o 28, caracterizado porque el espacio de separacibn de £ag
tiene de 80 a 120 micras de anchura. '
B.- Un dispositivo segén la veivindicacidn 3a,

cerscterizado porgue el espacio de separacién de gas estd
v , ; :

4 "
lleno de aire a una presion de 0,8 & 1,2 atmbsferas.

[

8,- Un dispositivo segin la reivindicecidn 32,

caractorizado porgue el espacio de separccidn de gas egtd

1leno con hexafluoruro de azuire a una presién de 0,5 a

1,2 aimésfpras.; . |
6% .~ Un dispositivo segin lag reivindicaciones 12

o 28 a 58, caractoerizado porque ol clectrodo gue hace pa~

vapor de cromo-niguel, con una resistencia superficial
. 6 . ..
comprendida entre 104 ¥ 10° ohmios por cuadrado.

&,~ Un dispositivo segin les reivindicaciones 1¢

o 2% g 52, caracterizado porgue el elecirodo due hace re- |

sar los rayos-X consiste en glicering con una adicidn i'ﬁé
. . o . : A
gena de una resistencia superficial comprendida euntre 10 .
6 . ' S

¥y 10" ohmios por cuadrado.

_—_—

.~ UN DISPOSTPIVO PERFEOCIONADO DE RIGISTRO -
BLECTRORRADIOGRAFICO . . | -

Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante—
cede, representado en los dibujos que se acompafien y con

los fines que se hen especificado.
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1 Bsta Memoria consba de doce hojsg cscritas & nb-

quina por una 8o0la cara.

Medrid, 20.83.1977
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